
















































































































































































































































































AA 137

? 74 980 ik
g g
Ug =1V
10
mA
—:3 L—“——
4
o1 Un =30V 17|
Al
1oV ol
A .
001 -
2V
]
4
00013 20 40 60 80°C
I" —
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AA 138

Germanium-Spitzendiode

Germanium point contact diode

Anwendungen: Demodulatorschaltungen in FS-Geréten

Applications: Demodulator circuits in TV receivers

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

i
1

22,6 20,55

-

26 72
517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

StoBsperrspannung
Surge reverse voltage

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Um = UrRM
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

26

amb

Ursm

Urrm

IFsm

IERM

Teay

Istg

Normgehause
Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g

25°C 60°C
30 30 \
25 25 \
15 15 Vv
50 50 mA
25 25 mA
20 15 mA
12 5 mA
100 °C
-55..+100 °C

39



AA 138

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics
4= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF = 0,1mA
[F =10 mA
Ig =20 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ugp= 15V
UR =10 V
UR =15 V
UR =25 V

Dampfungswiderstand
Damping resistance

Unp = 1V, f=39MHz, U, = 065V

Riphan

o

Uy

. L
200i]

i<

wp;?l' 4kQ

Yo

o
74999Tfk

1)
1) - = 001, 1, = 03ms

40

2) siehe MeBschaltung
see test circuit

Min. Typ.

0,18
0,9
1,37

2,5
18
35

120

38

Max.

500

15

50

MeBschaltung fiir: /p

Test circuit for:hy

KIW

HA
pA
pA
A

kQ



AA 138

? 74 98 Tk ? 74956 Tk
IF 1|:
8".ugron:on<7/ ~ vl /
Scattering limits 2 7
A >< 17 rd
,' / .>‘ Streugrenzen — Y /
10 o, A - 10 —1 Scattering limits A
mA 7 mA| rd
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4
A X ,; P
/
/ 1j=60°C // S h=2sC
/4 [/
1 / 4 1 (2
H [/
] | 87
I ’, | B
! f
]
|
0,1+ 01—
g (¢] 05 1V
0.5 oy U
* 74961 Tk ? rd 74963 Thk
1 7 I rd
R R /
7 /,'
/ f J Streugrenzen
'/ A= Scattering limits —
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AA 138

* 13 u!:m
IF'[R
Ug=1v
10
mA
pbioon
1
Up=25v L1
o1 s=musll
10V _Li T
d "
0,01
2V
-
1
0001656 40 60 80°C
lj-—»
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BA 111

Silizium-Diffusions-Kapazitéts-Diode
Silicon diffusion capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
1L | —
26 72 26
s17
Ur
{]
Istg

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehéuse

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2 g

20 \Y

150 °C
—50...+150 °C

43



BA 111

KenngroéBen
Characteristics

44

4= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 10pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=30MHz, U = 2V,

Ug= 4V
UH =10V
Serienwiderstand

Series resistance
Ug =2V, f=30MHz

Gute
Quality
Ug = 2V, /= 30MHz

20

45

Typ.

0,85

55
46
35

05

200

Max.

0,95

100

65

11

pF
pF
pF



BA 111

l l I | 741832 'K
* l | l I 741833 T
1j=25°C
C | 1j=25°C <
Dn f=30 MHz Isn@nl 1] 7=30 MHe 0
Cp (Up)
1,6 pr d
On* Cp 2V 2 7
N
0, Q4
~ 4 Q@v)
1,2 .\ 15 /
/
0'0 1 rom = r.(UR)
R(2V)
\\ N~
0,4
0,5
0C1 1 10V
A 0]
U 0 4 8 12 6V
R UR —
741534 T
* ] * I | I I I 741535 Thk
c : Ug=2V
Dn L - Cpthd "sn'Qn /=30 MHz
Cp ()=25°C) /
1,02 3 1,6
p Ug=2V ’
| A /
Pav
» fan= KU Iy
78 (25°C)
1,01 v 1,2 A
, >
N~ Lt
/ f=30MHz N
~
1 ] 08 5 ™
’ ~ ) N
/ On= 0 (25°C) Q
i
0,99 0,4
4
0’980 20 40 6
7
0 E?. C o] 20 40 60 80 °C
i — [i —
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BA 121

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Nachstimmschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 0,55
CATHODE
" " Normgehause
_f Case
o 26 w2 26 51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 30 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 Vv
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur ] 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —-55..+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 5mm, 0= konstant RthJA 420 KIW

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 121

KenngroBen
Characteristics

1 74 966 ™
)
20
pF
16
f= 100 MHz
1 1= 25°C
\
12
\ i
\ Streugrenzen
\ ~, Scattering limits
NI Rinay
s =
4 -l
o) 10 20V
UR—>

48

fj

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60mMA

Sperrstrom
Reverse current
UR = 10V
UR =10V, lj = 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =2V, f=30MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Ug =2V, f= 100MHz

Gite
Quality
Ug =2V, f=30MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

. = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Min. Typ. Max.
Ug 085 09 v
IR 3 25 nA
I R 10 |JA
Cp 8 10 12 pF
rs 0,9 2 Q
0 600
Ly 5 nH
? 74 967 ™~
CDn
C
103 Con = 52570
f =30MHz
T /|
UR.QVIV
Y
102 o I
) ARV 4
y
101 L/
y 4
0.99
0,98
50 100 °C
t ‘ —
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BA 124

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

I
1F

l-——— 26 ———»L—vlz

5117

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 5mm, 1| = konstant
constant

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

22,6 20,55

-

26

Ringa

Normgehéuse
Case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
30 Vv
30 \"
150 °C
—55..+150 °C
Min. Typ. Max.
420 K/W

49



BA 124 )

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 60 mA Ug 0;85 0,9 \Y
Sperrstrom
Reverse current
UR =20V IR 50 nA
Ug = 10V, 4= 120°C I 15 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ugr =2V, f=30MHz Gruppe: 50 Cp 44 51 pF
Group: 55 Cp 49 56 pF
60 Cp 54 61 pF
Serienwiderstand 65 Cp 59 66 pF
Series resistance
Ur =2V, f=100MHz rs 0,5 Q
Glte
Quality
Ugr =12V, f=30MHz (0] 190
Serieninduktivitat Lg 5 nH
Series inductance
? 74968 ™™ 1 749067 ™
195 CDn
C,
100 1oaf [ " o
f =30MHz
pF ' ' /
UR.zv /!
f =100 MHz
80 fj= 25°C 102 av 4|
AL LA
sob\[\ 101 ./
-Stmygrenzgn o
“' \ \\ Scattering limits I'/
N \\ 10 ,l
40 N, << A
Nd N T4~ /]
zoy | /
20 et 99
Y
0,98
(o] 10 20V o 50 100 °C
UR--— t ] —_—

50
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BA 125

Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE

CATHODE

=

22,6 20,55

26

517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 5mm, 1 = konstant
constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

72

RihJa

Normgehéuse

Case

51 A 2 DIN 41880

JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,2g

30 \"

30 Vv

150 °C

—55..+150 °C
Typ. Max.

420 K/W

51



BA 125

KenngroBen
Characteristics

52

4 = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 60 mA Ur
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V r
Ug = 10V, 1j = 120°C IR
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =2V, f=30MHz Gruppe: 35 Cp
Group: 40 Cp
45 Cp
Serienwiderstand 50 Cp
Series resistance
Ug =2V, f=30MHz rg
Gute
Quality
UR=2V,f=3OMHz (0]
Serieninduktivitat Ly
Series inductance
t 74969 ™™
‘
=30 MHz
5(; 1=25°C
il 1 1A
\
40
Streugrenzen
Scattering limits
Y N\
30 "
| Sh.
N T+~
\
20 ~y _——
—
10
o} 10 20V
i

29
34
39
44

Typ.

0,85

0,5

260

Max.

0,9

50
15

36
41
46
51

nA
HA

pF
pF
pF
pF

nH
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BA147/...

Silizium-Diode
Silicon diode
Anwendungen: Allgemein
Applications: General purpose
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
L o
K
26 72 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung BA 147/25 Ur
Reverse voltage BA 147/50 Ur
BA 147/100 UR
BA 147/150 Ur
BA 147/230 Ur
BA 147/300 Ur
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I
Forward current
Sperrschichttemperatur 4
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehause

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g

25 \
50 \
100 Vv
150 Vv
230 Vv
300 Vv
500 mA
150 mA
150 °C
—55..+150 °C

53




BA 147/ ...

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4mm, 0= konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 50 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 25V
Ugp = 50V
Ur = 100V
Ur = 150V
Ug = 230V
UR = 300V
4 = 100°C
UR = 10V BA 147/25,
Ur = 100V
Ur = 150V
Ur = 200V

54

BA 147/25
BA 147/50
BA 147/100
BA 147/150
BA 147/230
BA 147/300

BA 147/50

BA 147/100
BA 147/150
BA 147/230
BA 147/300

Ringa

Min. Typ. Max.

500

15
30
50
75
100

KIwW

nA
nA
pA
pA

pA



BA 147/ ...

* —— BA 147/25 e ——— L ? BA 147/50 74971 TIK
Iq 7 In
r‘v"’ -
"’ Streugrenze Lo Y
10A° = Scattering limit a4~
n > /’
r s S
4 ;,/ cattering limi
]
10 o
1j=25°C 1:)3 PRPTES
L Lt -l
1 et /”—
0,1
"0 10 20V 10
UR — 0 10 20 30 40V
—
74970 T
! 7
1
F [ /
/]
i
Streugrenze
1% 1 Scattering limit E
m I
| B
|
|4
/] =25°C
]
!
1 1
1
1
]
' T
’ ]
[}
01 H
(0] 0,5 Vv
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BA 157 - BA 158 - BA 159

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernsehgerét
und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode power
supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #31 20,9 Kunststoffgehduse
CATHODE {_ Plastic case

il 1l DIN
¥ — JEDEC DO 7
* Gewicht - Weight

26 64 2 max.0,5g

5120

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

BA 159 Ur = UrwMm 1000 \"

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

tp =10ms IFSM 20 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IEpM 2,5 A
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert IFAV 400 mA
Average forward current
Sperrschichttemperatur Jj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich 'stg -65...+150 °C

Storage temperature range

S 8/V.2.673/0478 Ausgabe 1
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BA 157 - BA 158 - BA 159

791317

Rinia

80
Kw

20

constan,

1

Fig.2

lho

10

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambient
= konstant, /= 15 mm
constant
|]=o00

KenngroBen
Characteristics

58

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF'_— 1A, tj = 25°C
Sperrstrom
Reverse continuous current
Up tj= 25°C

= 100°C

Riickwartserholzeit

Reverse recovery time
Ig =100 mA, Iz = 200 mA, ig = 50 mA,
4= 25°C

t
) JT?—o,om =0.3ms

p

15 20 25mm

Rihaa

RindA

%)

2) AnschluBdrihte ungekiirzt, keine Warmeableitung liber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder

Typ.

Max.

50

100

1,5

5
100

300

KIW

KIW

pA

ns
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BA 173

Silizium-Diffusions-Diode

Silicon diffusion diode

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Geraten mit hohen Betriebsspannungen

Applications: Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Ik

KATHODE
CATHODE

226 20,55

-

26
sy

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

t

P_

T = 0,01, 75

Sperrspannung
Reverse voltage

< 01ms

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

P_
T = 0,01, p < 10ms

DurchlaBstrom
Forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

72

UrrM

26

Normgehéause
Case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
350
300
3 A
300 mA
150 °C
-65...+150 °C

59




BA 173

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I =4mm, L

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

= konstant
constant

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ir = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 300V

Diodenkapazitat

Diode capacitance

f=1MHz, Ug = 30V
Ug = 150V

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

[F= IR = 10mA,iR =1mA

60

[e;

0.1 uF-l-

Min. Typ. Max.

74 1014 Tfk

R thJA 450
Ug 1
Ig 0,08 1
Cp 34
Cp 2
ter 350 500

R = 2kQ bzw. 33kQ

_Yox100%
Ynr
MeBschaltung fiir: 7,

Test circuit for :n,

e

KIW

pA

pF
pF

ns



BA 173

749077 ™
} ;
F
10 1} =60 °C 25°C _J._J
mA 1
1 y
J
1
015 —62 o4 08 0BV
U ——
F
f T4 974 Ttk
In
Ug =300V
1
pA
y,
A/
/,
o1 /
001G—55 40 60 80°C
Ij —

? +F 74976 T
11
I 1 | /,
R 1,=60°C »
»
P
P
100
nA
25°C I
A
A
/V
10 1
1 10 100V
Yp—
? 14978 T
‘%
4
pF
3
£=107 MHz
1) =25°C
2
-
Py
1
0] 50 100 150 V
UR ——
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BA 173

rr

0,8

us

0,6

0.4

0,2

62

74979 Ttk ? 74980  Tik
L
r 1;=60°C
1j=25°C oﬁg
\ \ N\ /
N\ Ig Y
\T = 0.5/
0,6 N =
N N,
I / N
£ o5 A4 ™\
9 N e N 1
AN 04 a8
N
1 Lt
N N
T 2 L o - 2 ".“-
s ‘\~~
B 5 ]S
10 mA 01 10 mA
m
F
? 74 978 T |
My tH
1004 Uyp=3 1j=25°C i
% I
T = R =33KkQ ]
w3 ™~ N
] Y ]
N j§\33 kQ
N | |
© M
A% 2kQ
N T
2kQ
[l
1
o1 1 10 MHz
f —
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BA 176

Silizium-Diode
Silicon diode
Anwendungen: Antennenschutzdiode

Applications: Aerial protection

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE

i I

26 72 26

517

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage

Ir = 400 mA Ug")?)

Sperrstrom
Reverse current
Ug =20V Ig

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
[R =1mA U(BR) 2)

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR=2V,f=3OMHZ CD

[
1) TD =001, 1p = 03ms

Min.

Normgehause
Case

51 A2 DIN 41880

JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

Typ.

max. 0,2 g

Max.

1,5 \

100 Vv

15 pF

2) Die Diode kann mehrmals die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF iber 2kQ in

DurchlaB- und Sperr-Richtung vertragen.

The diode can endure for several times the discharge of a capacitor of 1nF which was charged at 12 kV

across 2 kQ in forward and reverse direction.

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 182

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 0,2

(L

c
®
2%
€ g
3¢
R
L
i
s
c
S 3
S<
@
Z g
[
]
bl
-
=
N
Z z

CATHODE ]

é —* f Kunststoffgehéduse
24 4.1-—_f Plastic Case
o 12,8 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 35 Vv
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur £ 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C
Storage temperature range
Wairmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 4mm, 1| = konstant Ringa 400 K/IW

constant

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
65



BA 182

KenngroBen
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
/g = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
U = 20V
UR = 20\/, Ij = 60°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig = 10pA
Diodenkapazitat
Diode capacitance

J= 1MHz, Ug= 1V

Ug =20V

Differentieller DurchlaBwiderstand

Differential forward resistance
Ig = 5mA, /= 200 MHz

1 76983
‘p
3
S =1MHz
pF 1j=25°C
2
N
N\
\\
N
1 R
(o]
0,1 1 10V

66

Up—

Min. Typ. Max.

UgY) 1,2 )
IR 100 nA
Ir 1 A
CD 21 pF
Cp 08 1,25 pF
rg 05 0,7 Q
* 74 984 Ttk
’f
15
Q
=200 MHz
AN 4y =25°C
v N,
KX
~, n,
\\ ) Seattering limit
as ™ =
W‘~
c1 10 mA
IF —




BA 204

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

s109 KATHODE
CATHODE

21,9 20,55

ml

if

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp <1ps

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

26 3,9-

26

UrRrRM

Normgehéause

Case

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight

60

50

2
450

200

150

200

—65..+200

max. 0,15g

mA

mA

mA

°C

67



BA 204

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/' = 4mm, 1 = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

68

t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug =30V
Ug = 30V, 4= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R = 1 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur=0, f=1MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig=1Ig =10mA, ig = 1mA

1
Y =001, 1= 03ms

Min.

Rihga

U(BR) 50

Irr

Typ.

Max.

350

100
100

10

KIW

nA
A

pF

ns
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BA 243 - BA 244

Silizium-Planar-Dioden
Silicon planar diodes

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Besondere Merkmale:

@ Niedriger differentieller DurchlaBwiderstand

im VHF-Bereich
® Kleine Diodenkapazitat

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109

KATHODE

CATHODE

Features:

® Low differential forward resistance in
VHF-range

® Low diode capacitance

£1,9 20,55

s

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings’

Sperrspannung
Reverse voltage

DurchlaBstrom
Forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

26

26

Rinaa

Normgehéause

Case

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

Gewicht - Weight

max. 0,15g

20 \"

100 mA
150 °C
—55..+150 °C

Min. Typ. Max.

350

KIW
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BA 243 - BA 244

Kenngroen
Characteristics

72

tj = 25°C,

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 120 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug =15V

Diodenkapazitéat
Diode capacitance
Ug = 15V, f = 100 MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
Ig = 10mA, f= 200 MHz BA 243
BA 244

Ur

Tf

Typ.

13
2,5

0,7
0,4

Max.

100

nA

pF
nH
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BA 479

Silizium-PIN-Diode
Silicon-PIN-Diode

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken
Applications:  Current controlled HF resistance in adjustable attenuators

Besonderes Merkmal: Feature:
® GroBer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz ® Wide frequenc range 10 MHz...1 GHz

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

- Kunststoffgehause
%‘_{— (_‘ Plastic case
SOD 23
KATHODEL-_L’z 51, 2*075 Gewicht - Weight
CATHODE e max. 0,19
24 4,1 ——‘T T
| 12,5
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 30 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom IF 50 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 1 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg =55 ... +125 °C

Storage temperature range

S$8/V.2.672/0478 Ausgabe 2
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BA 479

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF =50 mA UF 1 \Y
Sperrstrom
Reverse current

UR=30V IR 50 nA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, /=100 MHz (@)) 0,5 pF

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
IF=1,5mA, /=100 MHz I43 50 Q

Sperrimpedanz
Reverse impedance
UR =0, /=100 MHz zr 9 kQ

t \‘ 78 2414
I, ‘\
f
A
N f>20 MHz
1000 N ‘amb = 25 °C
Q N
N
100
\
N
\\
10 \,
1
0,001 0,01 0,1 1mA
IF —
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BAV 17 @ BAV 21

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendung: Allgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE #19 20,55
CATHODE
26 3,9 26 Normgehéuse
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15¢g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
BAV 17 Ur 25 \"
BAV 18 Ur 60 \
BAV 19 Ur 120 v
BAV 20 Ur 200 \'
BAV 21 UR 250 \%
DurchlaBstrom I 250 mA
Forward current
StoBdurchlaBstrom
Peak surge forward current
l‘p <1s, tj =25°C IFSM 1 A
SpitzendurchlaBstrom
Forward peak current
f=50Hz Igpm 625 mA
Sperrschichttemperatur { 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+175 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAV 17 ©° BAV 21

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ = 4mm, n= konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 100 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 20V BAV 17
50V BAV 18
=100V BAV 19
U = 150V BAV 20

T
I

U = 200V BAV 21
4= 100°C
Ug = 20V BAV 17
Ug = 50V BAV 18
Ug = 100V BAV 19
Ug =150V BAV 20
U = 200V BAV 21
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA BAV 17
BAV 18
BAV 19
BAV 20
BAV 21

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ur=0.f=1MHz

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
I/ F = 10mA

Ruckwaértserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 30mA,ig = 3mA, R|_= 100Q

1
1) £ =001, 15 = 03ms

76

Ringa

"

m

Min. Typ.
25
60
120
200
250

15

5

Max.

350

100
100
100
100
100

15
15
15
15
15

50

KIW

nA
nA
nA
nA
nA

LA
pA
A
pA

< <K< <K<

pF

ns



A\
ip

BAW 24 * BAW 27

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes
Anwendungen: Als schnelle Schalter in Kernspeichern

Applications: High speed switch in core memory

Abmessungen in mm
Dimensions in mm 5109 KATHODE #1,9 20,55
CATHODE Y

n I
" 1l

26 3,9 26
Normgehause
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten BAW 24 BAW 26
Absolute maximum ratings BAW 25 BAW 27
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 50 75 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 40 60 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip= 1pus IEsm 4 A
DurchlaBstrom Ig 600 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 I FAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
[ =4mm, ¢t = 45°C Py 440 mwW
t L < 25°C P \Y 500 mwW
Sperrschichttemperatur 4 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAW 24 i BAW 27

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, n= konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

J

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 10mA

Ig = 50mA
Ir = 200mA

Ig = 400 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 40V
Ug =60V
tj = 100°C
Ur = 40V
Ug = 60V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage
1 R =5 pA

Diodenkapazitét
Diode capacitance

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27

BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

URr =0, f=1MHg, Uy = 50mV

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10..100 mA, iR =0,1- IR

1
1) £ =001, 1, - 03ms

78

*) AQL = 0,65%

Ringa

1%

IR*)
Ig*™)

UBr)")
Uer)"

r

**) AQL = 2,5%

50
75

Typ.

08
0,67
0,92

08
1,05
0,95
1,05

Max.

350

0,9
0,75
1,0
0,85
1,2
10
1,25

100
100

50
50

KIW

<K <K<K <K<K <KL

nA
nA

pA

pF

ns
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BAX 12

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Schutzdiode in Fernsprechvermittiungsaniagen

Applications: Protection diode in telephone switching systems

Besondere Merkmale: Features:

® Definiertes Durchbruchverhalten

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

® Controlled avalanche characteristic

KATHODE 22,5 2 055
CATHODE (
L N
Y T Normgehé&use
1 Case
= 26 a1 26 56 A 2 DIN 41883
JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
I(gRr) =600 mA, E<5mWs, 1;=<25°C UR" 90 v
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
p <1ups Iggm 6 A
tp =1s IFSM 1,5 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IerM 800 mA
Repetitive peak forward current
SpitzendurchlaBstrom im Durchbruch
Breakdown peak current
tp =0,1ms [(BR) 600 mA
Sperrschichttemperatur f 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg -65 ... +200 °C

Storage temperature range

1) Eine hohere Spannung darf angelegt werden:

a) bei 4 > 25°C muB E um 0,015 mWs/°C
verringert werden

a) bei Rechteckimpulsen 7= 50 ms, _p_ = 0,01
b) bei Dreieckimpulsen 7= 50 ms, L =0,02

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3

It can be exceeded:

a) when t; >25°C, E must be reduced at the rate
of 0.015 mWs/°C

a) by square wave pulse T= 50 ms, —B =0.01
b) byright-angle triangle pulse T= 50 ms, J‘l =0.02
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BAX 12

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/ = 8mm, 7| = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

fj

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 90V
Ug =90V, tj= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R = 1mA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = 30mA, Ug = 3V, R
iR
R
Sperrverzégerungsladung

Reverse recovery charge
Ig = 10mA, Ug = 5V, R|_= 500Q

il

80

. = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

100Q,
1mA
3mA

Ringa

Min. Typ.

0,85

120

Max.

300

1,0

100
100

175

35

60
50

0,5

KIW

nA
pA

pF

ns
ns

nC



BAX 12

74 12787k
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N
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BAY 68 - BAY 69

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Sehr schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm o KATHODE o soss Normgehggzz
Dimensions in mm CATHODE * - 54 A2 DIN 41880
° " n JEDEC DO 35
' ! Gewicht - Weight
f max. 0,159
26 3,9 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
BAY 68 BAY 69
Periodische Spitzensperrspannung URrM 35 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 25 50 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1ups 1 FSM 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 225 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 150 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ug=0 Tepy 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, ¢ = 45°C Py 440 mW
t < 25°C Py 500 mwW
Sperrschichttemperatur t i 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 68 - BAY 69

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, t|_ = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

J

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug =25V
Ur =50V
tj = 150°C
Ur = 30V
Ur =50V
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA
Diodenkapazitat

Diode capacitance

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

BAY 68
BAY 69

UR = 0, f= lMHZ, UHF = 50mV

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10 mA, iR = 1mA,R|_ = 100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

84

Rinda

UF™)

Ir"
IR"
]R ")
IR*)

UeR)")
Usr)"

rr

Min.

35
60

Typ.

Max.

350

100
100

100
100

10

KIW

nA
nA

pA
pA

pF

ns



BAY 68 - BAY 69

f BAY 68 74340 Tik ? BAY 69 77339
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BAY 86 - BAY 87 -

BAY 88

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm

Dimensions in mm KATHODE 22,6 20,55
CATHODE

] b i

=i ir

-

26 72 26

517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URrM
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

o i 10 ps Iesm
Ip =10ms IFSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom I
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ur=0 L\
Verlustleistung
Power dissipation

/= 5mm, ILS45°C PV
[ > 28 mm, ¢ = konstant Py
constant
Sperrschichttemperatur 4

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehéuse

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

max. 0,29

BAY 86 BAY87 BAYS88

60

50

120

100

30

800

250

250

250
210

150

—565..+150

350 Vv

300 \"

mA

mA

mA

mW
mwW

°C

°C

87



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
L = konstant, / = 5mm
constant
| = ungekurzt
unbridged

KenngréBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 50V
Ur = 100V
UR = 300V
tj = 100°C
Ug = 50V
Ur = 100V
Ur = 300V
Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ur = 10V, f=05MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q

*) AQL = 0,65%

88

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BAY 86
BAY 87
BAY 88

BAY 86
BAY 87
BAY 88

RhJa

Ringa

Irr

Min. Typ.

0,82

21

13

Max.

420

500

100
100
100

10

15
20

2,5

KIW

KIW

nA
nA
nA
pA

pA

pF

us



BAY 86 - BAY 87 - BAY 88
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BAY 89

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Aligemein, fir sehr hohe Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for very high supply voltages

Abmessungen in mm KATHODE 22,6 20,55
Dimensions in mm CATHODE

-
R s T

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung UrrM
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

tp =10 us IFSM
tp =10ms IFSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Tepm

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom Ie
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Ur=0 Trav
Verlustleistung
Power dissipation
!/ = 5mm, 0w < 45°C PV
I = ungekirzt, 1) = konstant PV
unbridged constant
Sperrschichttemperatur t

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich t

st
Storage temperature range g

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehéause

Case

51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g

600 \"
500 \"
30 A
4 A
800 mA
250 mA
250 mA
190 mW
160 mW
125 °C
—55..+125 °C

91



BAY 89

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
i = konstant, / = 5mm

constant
| = ungekurzt
unbridged
KenngroBen
Characteristics

J

DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
URr =500V
Ugr =500V, 4= 100°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=10MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

[F= IR = 10mA, iR = 1mA, RL= 100Q

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Ringa

LTI

UF')

Ir"
IR **) l)

I
") AQL = 065%, **) AQL = 25% %) -f = 001, 1, < 20ms

92

Min. Typ.

0,82

Max.

420

500

30

10

KIW

KIW

pA
HA

pF

us



BAY 89
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BAY 92

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Schnelle Schalter, fur hohe Betriebsspannungen

Applications: Fast switches, with high supply voltages

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
7 Normgehéuse
su7 26 2 26 Case
51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 650 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 600 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
t
P
T < 0,02, I‘p <1ms [FSM 1 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 200 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation
l=4mm, <25°C Py 230 mwW
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 92

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/' = 4mm, ¢ = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ur = 600V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=1MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Iy = 10mA, ig = 1mA, R = 100Q

*) AQL = 0,65%

96

Min.

Rihoa

Irr

Typ.

0,25

2,5

350

Max.

450

500

KIW

LA

pF

ns



A\
&

BAY 93

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Sehr Schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE 21,9 20,55 Normgehause
CATHODE Case
N o 54 A 2 DIN 41880
iF 4= JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
l-——— 26 3,9 26 max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrRM 25 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 20 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
t p <1 us 1 FSM 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IeRrM 225 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 115 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Verlustleistung
Power dissipation
[ =4mm, t = 45°C Py 440 mwW
f < 25°C Py 500 mwW
Sperrschichttemperatur £ 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+200 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 93

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 4mm, 7| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

1y = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F~ 10mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V, tj= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 1pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =0 f=1MHz, Uyg = 50mV

Ruckwértserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10 mA, iR =1mA

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5%

98
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Ug*)

IR")

Usr)")

Min.

20

Typ.

Max.

350

100

15

KIW

pA

pF
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Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

15%45° 16 07
-

x >
oo om
o ——*

>
N
om
-
s
T
)
|
|
[N
%
=

[«——65

Kunststoffgehéuse
Plastic case
SOT 33
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung = 30 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 104

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics
4= 25°C
Sperrstrom
Reverse current
Ugr=30V IR 50 nA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug=3V, f=1MHz Gruppe: griin Cp 34 39 pF
Group: green
blau Cp 37 42 pF
blue
Ug=30V, f=1MHz 14 pF
Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio Cp (3V)
f =100 MHz C—— 25 265 2,8
D (30V,
Serienwiderstand ( )
Series resistance
Cp =38 pF, f =100 MHz re 0,3 0,4 Q
* 741530 Tik| f 74987 Tik
CD CDn
80 4 \
pF
/=1MHz L \
\ 1j=25°C \
N \
60 N\ &8 104 blau 3 \
blue
AN\ [ | o\
\ Cone —mn \
\ | Cp(Up =30V)
BB 104 griin |\ ] =1MHz
40 green \ 24— ifi=25 e —Sw
N\
NN \
N
20 NN 1
\ N
oc R 1 0V 0C 1 1 0V
UR —- U, —e=
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BB 105A - BB105B - BB105G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdioden
Silicon epitaxial planar capacitance variation diodes

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geraten:
BB 105 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 105B UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 105G flr VHF-Tuner, zuséatzlich durch einen griinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 105 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 105B UHF tuner up to 860 MHz
BB 105G for UHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 0,2

- e

' s T
KATHODE 2,5 1,2 0,75
om0

é —* * Kunststoffgehause
24 a1 _._f Plastic case
e 12,5 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1g
Die Kathode ist durch einen weiBen
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
white colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 30 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 28 \"
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur g 60 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+60 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 105A - BB105B - BB 105G

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
Ug =28V, t = 60°C Ig 0,5 pA
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=05MHz, Ur=1V BB 105 A Cp? 17 pF
BB 105B - BB 105G CpY 17,5 pF
Ug= 8V CpY 115 pF
Ug =25V BB105A CpY 23 28 pF
BB 105B Cp? 2,0 2,3 pF
BB 105G Cp?Y 1,8 2,8 pF
Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio C
D(3V)
f=0,5MHz BB 105 A —_— 4 5
Cp (25V)
Cp(av
BB 105B ~b(3v) 45 6
Cp(25V)
Cp(3v
BB 105G —b(sv) 4 6
Cp(25v)
Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, f= 470MHz BB 105 A Is 0,6 08 Q
BB 105B s 0,7 0,8 Q
BB 105G Iy 0,9 1,2 Q

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ur = 0,5..28 V, betragt die
Kapazitatsabweichung fir BB 105 A, BB 105 B max. 3% und fiir BB 105 G max. 6%.
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5..28 V, is the capacitance
tolerance for BB 105 A, BB 105 B max. 3% and for BB 105 G max. 6%.
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BB 105A - BB105B - BB105G
f BB 105A 74 990 i * BB 1058 74989 T
CD CD
N N
1p7: ‘\‘ f=05MHz 1?: ‘\‘
\ =257 P \ = 05MH:z
\ ‘\\ L \‘ 1j=25°C
x
\ N\
12 12 A
A \ Y
A
\ AN \
\\ ) \ \
\ x| A}
8 \ N 8 Y ‘\ \
\ Streugrenzen \ \ ~~7 Streugrenzen
\ Scattering limits [ [{T] N\ } Scattering limits 717
AL AN L AN
4 A \. 4 h! \‘
N\Y \\%
~N =
'~
0]
1 oV 0 10V
R — UR —
? BB 105G| |™°*° ™
CD ,“
\
16
pF Y
\ f=05MHz
1j=25°C
N
AV
\ \
M,
N
8 \ \ \
\ \\ \ >Slrougunun L
Y \ \Scallermg limits
\ \\‘
‘ N\ \ \\
N\h
N
01 iov
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Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich

Applications: FM-tuning circuits in VHF range

Besondere Merkmale: Features:
® GroBer Kapazitats-Variationsbereich @ High capacitance tuning range
@ Garantierte Toleranzen der Dioden ® Guaranted matching tolerances in a set
eines Satzes untereinander from diode to diode

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehduse
Plastic case
} 12,5 SOD 23
s Gewicht - Weight
max. 0,1g
Die Kathode ist durch einen gelben
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
yellow colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 30 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 28 Vv
Reverse voltage
Lagerungstemperaturbereich ’stg —55..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 109

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
UR = 28V I R 04 50 nA
Ug = 28V, tj= 60°C IR 0,5 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance

f=1MHz, Ug = 3V, CpY 26 32 pF
Ug =25V CpY 4,3 6 pF
Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio Cp(av)
f=1MHz — 5 6,5
CD (25V)
Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 10pF, f = 600 MHz Iy 05 Q
Serieninduktivitat
Series inductance
I =15mm Lg 5 nH
* 741836 11X
‘b
40
pF \
1j=25°C
30
\
20
1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammen-
stellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5..28 YV, 10
betragt die Kapazitatsabweichung max. +1,5%. \
Synchronisation deviation: In sets of matched \
diodes, in voltage range Ug = 0.5..28 V, is the 5 A
capacitance tolerance max. £1.5%. 01 1 10V
UR —

106



i
) 4

BB 204

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

6183 - /;\\
/
A2
ﬁ L G Ba 2| Normgehause
! : i Case
42 o 52| 2 1 505 JEDEC TO 92
Ln,z — Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 Vv
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 204

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

4= 25°C

Sperrstrom
Reverse current
Ug=30V I 50 nA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ug=3V, f=1MHz Gruppe: griin Cp 34 39 pF
Group: green
blau Cp 37 42 pF
blue
UR=30V, f=1MHz 14 pF
Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio Cp 33V
f =100 MHz -bEsv) 25 265 2,8
b (30V)

Serienwiderstand
Series resistance

Cp =38 pF, f =100 MHz 0,3 0,4 Q

S
? 74 986 Tik| 74987 Tik|
C bR
D CDn
80 4 \
F
P A f= 1MHz \
fj=28°C | \
) \
60 N\ \\ B8 204 blau 3
blue
I\ || e\
\\ Con= .___D__\
- \ _— CD(UR=30V)
40 BB 204 9;::” 4 | [ =1MHz
g \ 2 lj=25 °C
N
N
N\ \
\ N
20 \\\ 1
o)
01 1 10V . %: 1 10V
R — - UR —_—
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BB 205A - BB 205B - BB 205 G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geréten:
BB 205 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 205 B UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 205 G fiir VHF-Tuner, zusétzlich durch einen griinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 205 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 205 B UHF tuner up to 860 MHz
BB 205 G for VHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

03 24 02 Kunststoffgehduse

Plastic case

SOD 23

\._J_T Gewicht - Weight
KATHODE _rzg 1,2{& max. 0,19

CATHODE

I { T Kathode ist durch einen weiBen

24 - Farbstrich gekennzeichnet
Cathode is marked with a
white colour stroke

L 12,6
5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung UrRrM 30 \Y
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur 28 \%
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur t;
Junction temperature

100 °C

Lagerungstemperaturbereich

tstg ~55 ... +100 °C
Storage temperature range

KenngroBen .
Characteristics Min. Typ. Max.

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
Ugp=28V I 50 nA
Ug =28V, f =-60°C Iy 0,5 A

' B2/V.2.572/0875 Ausgabe 2
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BB 205A - BB 205B - BB 205G

Diodenkapazitat Min. Typ. Max.
Diode capacitance
f=05MHz, Ug= 1V BB 205 A Cp D) 17 pF
BB 205 B - BB 205 G CD‘) 17 pF
Ug= 3V Cp " 11 pF
Ug=25V BB 205 A Cp b} 2,0 2,5 pF
BB 205 B Cp b} 1,9 2,2 pF
BB 205 G Cp b} 1,8 2,6 pF
Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio Cp (3V)
f =0,5MHz BB 205 A —_— 4,3 53
Cp(25V)
C
BB 205 B D3y 5,0 6
Cp (25 V)
C
BB 205 G —b(3y 4,3 6
Cp(25V)
Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, f =470 MHz BB 205 A rg 0,6 0,8 Q
BB 205 B rs 0,7 0,8 Q
BB 205 G Tg 0,9 1,2 Q
79 17 81
? [T 761780 f
f=0,5 MHz
CD \ tamb = 25 °C TKC
1
16 ?
pF
\
\ 1073
N\
12
N\
N
\\
N
8
1074
\ -
4 \\
\\
o 1078
1 5 10 50 V 1 5 10 50 v
UR — UR —

‘) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V, be-
tragt die Kapazitatsabweichung max. 3%.
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5... 28 V, is the capacitance

tolerance max. 3%.
110
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BB 209

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Diode
Silicon epitaxial planar capacitance diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich und in CATV-Anlagen
Applications: FM-tuning circuits in VHF range and CATV systems

Besondere Merkmale: Features:
@ GroBer Kapazitats-Variationsbereich

@ Garantierte Toleranzen der Dioden
eines Satzes untereinander =+ 1,5%

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URrM
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

DurchlaBstrom I
Forward current

Sperrschichttemperatur t:
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

KenngroBen Min.
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht-anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
Ugp =28V Ig
UR=28V,IJ'=60°C [R

B 2/V.2.5692/0576 Ausgabe 2

@ High capacitance tuning range

® Guaranted matching tolerances in a set
from diode to diode =+ 1.5%

Kunststoffgehause
Plastic case

SOD 23

Gewicht - Weight
max. 0,1 g

Kathode ist durch einen orangen-
farbigen Strich gekennzeichnet
Cathode is marked with an

orange colour stroke

30

28

20

100

Typ.

Istg -55... +100

mA

°C

°C

Max.

50
0,5

nA
pA



BB 209

112

Min.
Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=05MHz, Ug= 1V Cph
Ug= 3V Cp"
Ugr=25V Cp b) 2,6
Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio Cp(3
f =0,5MHz C (3V) 6,8
D (25
Serienwiderstand 25V
Series resistance
Cp = 12 pF, f =330 MHz rg
Gite
Quality
Ug= 8V, f= 50MHz ()
Ugr =25V, f =300 MHz [0)
Serieninduktivitat
Series inductance
I=7mm Ly
* 761883
CD = 0,5 MHz
=25 °C
40
pF N
\
30
\
\
\
20 \
\
X
10 N\
N
o)
01 10V
Up =

') Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...
betragt die Kapazitdtsabweichung max. + 1,5%.
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5... 28 V,
is the capacitance tolerance max. = 1.5%.

Typ.

31
21

0,85

180
250

4,5

Max.

3,0

pF
pF
pF

nH

28V,
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BB 304

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-
Bereich, speziell fir Autoradios

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range
especially for car-radios

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Normgehause
6163 20¢
Case
10 A3 DIN 41868
Azl’\ } —— JEDEC TO 92
K 2,54 952 ‘ Gewicht - Weight
A J
1 _/‘ I ‘ ’ ! max. 0,2 g
—= 42 = 5,2 2 | 20,5
L<711,2~>

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URRrM 32 \
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur 30 \"
Reverse voltage

DurchiaBstrom Ie 100 mA
Forward current

Sperrschichttemperatur t; 100 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich 1
Storage temperature range

-55..+100 °C

KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics

= 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
Ug=30V IR 50 nA

Ug =30V, 5= 60°C IR 0,5 uA

S$8/V.2.707/0279 Ausgabe 1

113



BB 304

114

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug=2V,f= 1MHz

Gruppe/Group: rot/red
gelb/yellow
weiB/white
griin/green
blau/blue

Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio
f=1MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 38 pF, /=100 MHz

Gite
Quality
Cp =38 pF, f =100 MHz

1) Bei Bedarf in farbcodierten Gruppen lieferbar.
Available in colour-coded groups, if neccessary.

Min. Min.
oM 42
o 42
[0 43
e 44
(o 45
oS 46
Dev 1,65
D@Ev

s

0 100

Typ.

0,3

150

1,75

0,4

pF
pF

pF
pF
pF



A\
&

BB 505 B - BB 505 G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geréten:
BB 505 B UHF-Tuner bis 860 MHz

BB 505 G fiir VHF-Tuner

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 505 B UHF tuner up to 860 MHz

BB 505 G for VHF tuner

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

o108 KATHODE #16 20,55
CATHODE "\
" "
4
L 1
26 ——=i 3,9 26

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

KenngréBen
Characteristics

4= 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
Ugr=28V
Ug=28Y, 4= 60°C

S$8/V.2.705/0279 Ausgabe 1

Normgehause

Case

54 A2 DIN 41880

JEDEC DO 35

Gewicht - Weight

max. 0,15 g

URRM 30 Y
Ur 28 Vv
fi 100 °C
lstg -55...+100 °C

Min. Typ. Max.

Ig 50
IR 05

nA
A

115



BB 505 B - BB 505 G

Diodenkapazitat
Diode capacitance

——

|-

BB 505 B
BB 505 G
Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio
BB 505 B
BB 505 G
Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, f=470 MHz BB 505 B
BB 505 G
? 761780
‘p
16
pF
12
8
4
0
50V
UR —

116

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug =0,5..28 V,
betragt die Kapazitatsabweichung max. 3 %.

Min. Max.
pF
pF
2,0 2,3 pF
1,8 2,5 pF
4,5 5,8
4,3 6
0,8 Q
1,2 Q
\;
AN
N
5 50v
Up—

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5...28 V, is the capacitance
tolerance max. 3 %.
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BY 201/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-

gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Wesentliche Merkmale:
® Hohe Sperrspannung
® Kurze Schaltzeit
® Geringe Umschaltverluste

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
® High reverse voltage
@ Short switching time
® Low switching loss

KATHODE £31 20,9
CATHODE
I I
i —t
}
- 26 6,4 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f< 20KkHz, t < 12us BY 201/2 URrm
BY 201/3 URrRM
BY 201/4 URRM
BY 201/5 URrM
BY 201/6 UrrMm
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 201/4 Ur = UrwM
BY 201/5 Ur = UrwMm
BY 201/6 UR = URWM

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3

Kunststoffgehduse

Plastic case
~ JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

250
350
450
550
650

200
300
400
500
600

max. 0,5g

<< << <

<< << <

17



BY 201/...

DurchlaBstrom, Mittelwert

Average forward current

Fig. 3bei Uy < 100V
RthJA S SOOC/W

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
17 < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

* 741318 Th
j
200
°C
BY201/2
/ 7201/3
/ BY201/4
150 S / /| Bv201/s 1
S / /|, Bv201/6
~ JARVIE
N N oNAn
N Urwm
100 ] .
\UR +—
50
Fig.1
(o] 200 400 600 V
Ur: Yrwm—

118

Iepy 0,9 A
IFAV 15 A
IrRM 6 A
Iegm 30 A
g 150 °C
Istg —40...+125 °C
? 791317
Rthia
80
Kw
L
60 V1
Y
40
s oy |
e
20 t constant
0 Fig.2
§ 10 15 20 25mm
| —



BY 201/...

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

7| = konstant, / = 15mm Fig. 2 Ringa 50 K/W
constant
| =00 RthJAz) 100 K/w
KenngréBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage

Ip=1A Ug?) 1,2 Vv
Sperrstrom
Reverse continuous current
Ur IRY 6 pA
UR' tj=125°C [Rl) 500 uA
Ruckwaértserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 1A, ig = 100 mA ey 200 ns

beim Umschalten von:
by switching from: di

Ig = 10A, Ur 2 50V, - = 10 A/ps tey 350  ns

Sperrverzégerungsladung Orr 60 nC
Reverse recovery charge

4
1) —7'3 =001, 1, = 03ms

2) AnschluBdrahte ungekiirzt, keine Warmeableitung Uber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 201/...

I
LT EEERERERERENE
’j_ lamb ! o f=80 Hz.\(‘ue n‘z.u"(:;u
; L = R¢n)a = 100 K/W -
! === Rinja 550 K/W, Fig.2
150 evooyz2 | | | |
°c BY201/3 |
BY201/4
lamb=25°C /
\‘ \ T . BY201/5
\\ 45|°c \\ / / BY201/6 |
\‘ 100 I - / \
\ 60°C \\ ~N‘~~~
A\) ‘\
\ e | T ~
\ T e B T
\ 50 100°C ‘\\\ T
\ | ™~ T —
\‘ \ 1251"0 T~
\\ I~
A \\\ ]
Fig.3 \ ]
2A 1 (0] 100 200 300 400 500 600V
~—rav O
S 1 A * M S S 79 1320
I S B S A
I TIT ] 1T 7 N 1 T
Cawms 50V TPEH 1 \
RiniaS100 k/w :
: I
Iamp=125°C 100°C 75°C 60°C 45°C 25°C
100 NN
K/W
-’2:0‘5 /. \ \\
T | Hs0 \
| \ \Q
02 § //’ \
4T )
LT
01 7
——T Ao \
I 1/ a \\ \
L~
0,05 - 5 \
T A
0, ’/
e w \
///
] Fig.4|
0,01 o1 1 10ms (03] 1 10A
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BY 201/...

o —e

741315 ™

[*]
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BY 203/...

Silizium-Mesa-Dioden

Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-

gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #31 20,9
CATHODE
Il } Il
i —
26 6,4 26
5129
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 203/12 Urwm
BY 203/16 Urwm
BY 203/20 Urwm
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
lp < 0,1ms 1 FSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IerMm
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig
Forward current
Sperrschichttemperatur !
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Kunststoffgehause
Plastic case

~ JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

max. 0,5¢g

1200 \"
1600 \
2000 Vv
20 A

25 A

250 mA
150 °C
—65..+150 °C

123



BY 203/...

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

i = konstant, / = 5mm

constant

KenngréBen
Characteristics

4= 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 200 mA

Sperrstrom

Reverse current
Ug = 700V
Ur = 1000V
Ug = 1200V

| = oo

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig = 100 pA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

1F= [R= 10mA, fR = 1mA

1
1) 7 =001, 1, = 03ms

124

5
200
°C
160 BY 203/12
BY 203/20
1
N i BY 203/16 ‘ l I
120 N SR 1
= Upam
“‘*UH -
80
40
o 400 800 1200V
Ur'YRRM —
Rihga
Rihga?
UgY)
BY 203/12 Iy
BY 203/16 IR
BY 203/20 Ig
BY 203/12 UgRy
BY 203/16 UgR)
BY 203/20 UBRy
ey

1200
1600
2000

Typ.

Max.

50

100

2,4

N

550

2) AnschluBdréhte ungekiirzt, keine Wirmeableitung (ber Halterung

KIW

KIW

pA
pA

<<

ns

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 204/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-

gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #31 20,9
CATHODE
Il ! I
—= i
!
26 6,4 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 204/4 Urwm
BY 204/8 Urwm
BY 204/10 UrwMm
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
lp < 0,1ms 1 FSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Iepv
Forward current
Sperrschichttemperatur g
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Kunststoffgehduse
Plastic case

~ JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

max.0,5¢g

400 \%
800 \
1000 \'
20 A

2,5 A

400 mA
150 °C
—65...+150 °C
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BY 204/...

Warmewiderstand
Thermal resistai

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
. = konstant, / = 5mm
constant
=00
KenngroBen
Characteristics
t i = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200 mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 250V

Ur = 500V

Ur = 600V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage
I = 100 pA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

[F= IR = 10 mA, iR =1mA

1
1) 2 = 001, 1, = 03ms

126

i
200
°C
BY204/4
160 BY 204/10
BY 204/8
N
N L HE-
120 R T
§~\Un ||
80
40
(o] 200 400 600 Vv
Us Yrem ——
Min.
LSTATY
Rihga?)
UgY)
BY 204/4 Ip
BY 204/8 In
BY 204/10 Ig
BY 204/4 UBR) 400
BY 204/8 UBR) 800
BY 204/10 UBR) 1000

2) AnschluBdrahte ungekiirzt, keine Warmeableitung tber Halterung

Trr

Typ.

50

100

1,2

N

550

Max.

KIw

KIW

pA
pA
HA

< <<

ns

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 211/...
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Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung ® High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
® Geringe Umschaltverluste ® Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

27 6

5 i 209 Kunststoffgehduse
Plastic case

178 Gewicht - Weight

max. 1g

Kathodenseite durch

Farbstrich gekennzeichnet

Cathode indicated

Absolute Grenzdaten by colour stroke
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

f<20kHz, r < 12ps BY 211/2 URRM 250 \"
BY 211/3 URrM 350 \"
BY 211/4 URrM 450 \"
BY 211/5 UrrM 550 Vv
BY 211/6 Urrm 650 \
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 211/2 Ur = UpwmMm 200 \"
BY 211/3 Ur = UrpwM 300 Vv
BY 211/4 Ur = Urwm 400 \"
BY 211/5 Ur = UrwMm 500 \
BY 211/6 Ugr = UpwmMm 600 Vv

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BY 211/...

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ur < 100V

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
i < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Waéarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
. = konstant, / = 15 mm
constant

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
]F = 1A
Ig = 6A

Sperrstrom
Reverse continuous current
Urwm

URWM' tj =125°C

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR =1A, iR = 100mA

di
]F =15A, UR =250V, d{ =15A/ps

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

1
by Tp =001, 1, = 03ms

128

Tepv
TrRMm

IEsm

stg

Ringa

UgY)
UgY

IrY
IrY

r

e

Min.

2,0
12

50
150

—40..+125

Typ.

Max.

50

1,0
1,15

500

350
350

140

°C

°C

K/IW

pA
A

ns

ns

nC
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BYV 12 * BYV 16

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Warmeableitung lber die
AnschluBdrahte

® Kleiner Sperrstrom
@ Soft recovery Verhalten

Features:

® Hermetically sealed glass passivation
® Heat conduction through the connect-

ing terminals

® Low reverse current
® Soft recovery characteristic

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING

23,3

2COLOUR RING

KATHODE 1.FARBRING
CATHODE |COLOUR RING
It

20,85

ir

Me—o 26

5101

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

46

Sinterglasgehéause
Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

KathodenanschiuB 1. Farbring

braun

Cathode terminal Colourring

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fig. 1

S 8/V.2.620/1079 Ausgabe 3

BYV 12

BYV 13

BYV 14

BYV 15

BYV 16

Ur= UrrM
Ur= UrrM
Ur= UrrM
Ur= UrrM

Ur= UrrM

brown

2. Farbring
Colourring

100V rot
red

400V orange
orange

600V gelb
yellow

800V grin
green

1000 V blau
blue
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BYV 12 = BYV 16

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
@ =180° Fig. 2,5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Sorage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4
Junction ambient

/=12 mm, 0= konstant Fig. 3
constant

KenngroBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig=1A
Sperrstrom
Reverse current
Ur= URpm
UR = URRM' tj =100°C

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

I =100 mA, Ig = 200 mA, ig = 50 mA

Sperrverzogerungsladung
Reverse recovery charge

di
Ig=1A 7 =5Als

*) AQL = 0,65%, **) AQL =2,5%

130

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Tesm

TeRM

UINY,

Istg

Ringa

Rihga

Ug™®)

In*
[R **)

30

1,5
175

-65..+175

Typ.

30

Max.

100

45

1,5

50

300

200

°C

°C

KIW

KIW

uA
HA

ns

nC



BYV 12 BYV1

6

200
°C

160

120

80

40

RihJA

100

K/W

80

60

40

20

78 2139
BYV 12 BYV 14
BYV 13 BYV 15
T / BYV 16
N g
/ Rynya= 45 KIW
D 100 K/wW
—t"
| Fig. 1
400 800 1200 V
Up —=
R
] 78 2142
/ /
/= konstant
L™ constant
/l/
/
4
L
Fig.3
8 16 24 mm
[ ———

= ——

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

772148
1
A
/
"4
he PRV
/ Teav (9=180°)
Fig. 2
40° 80° 120° 160°
(ﬂ—’
25
—
| A

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1.5 mm
Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
Rinya <100 K/W

Fig.4 781732
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BYV 12 i BYV 16
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BYV 12 i BYV 16
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BYV 12 = BYV 16
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BYW 32 = BYW 36

A
<>
A4

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-

sehgerat und Schaltnetzteile.

Applications:
power supply.

Besondere Merkmale:
@ Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Warmeableitung lber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
@ Soft recovery Verhalten

Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

Features:
® Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connect-
ing terminals

® Low reverse current
@ Soft recovery characteristic

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING 533 0085
2COLOUR RING ™ !

KATHODE 1.FARBRING
CATHODE 1COLOUR RING 1
 — { ) |
| i | |

—— 46 e 26 -

- 26

5101

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sinterglasgehduse
Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

KathodenanschiuB 1. Farbring

orange
Cathode terminal Colour ring
orange
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1 BYW 32 UR = UM 200V rot
red
BYW 33 Ur = URrMm 300V orange
orange
BYW 34 Ur = URrM 400V gelb
yellow
BYW 35 UR = URRM 500 V grijn
green
BYW 36 UR = URRM 600 V blau
blue

B 2/V.2.619/1076  Ausgabe 3
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BYW 32 * BYW 36

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

p=180° Fig. 2, 5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4

Junction ambient

=12 mm, 0= konstant Fig.3

constant

KenngroBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ip=1A

Sperrstrom
Reverse current
Ur= UgpM .
UR= URRM’ tj =100°C
Riickwartserholzeit

Reverse recovery time
Ig=05AIg=1A,ig=0,25A

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

136

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

USSY

TERM

Teav

Istg

Ringa

RindA

Ug*)

g™
IR **)

ey

Min.

50
12
2
175
-65 ... +175
Typ. Max.
100
45
0,95 1,1
1 5
30 50
200

°C

°C

KIW

KIW

pA
pA

ns



BYW 32 * BYW 36
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BYW 32 * BYW 36
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BYW 32 i BYW 36

{ I T TT17 IT { J’ = 78 2157
I T 1T 18—
i
| | 4
! T . “the .
J 1 ! l L1l Lpgm =600V
Repya=100 K/W
200 e T
K/W
p T T 1 ]
7 =05 L) e 1l
T T SRR A ¢ T
1 -—7 il
0.2 L e | =T s - [ |
=TT — f‘,‘
01| L= - L AN ‘
et L - 7/, i
-~ I |
0,02 A S 01 \ 25°C
X p! > e S BERE B I ‘amb = -
ems 1§ i VN RS o g S R 8§ A W asc i
il L7 } 54+ 1
[] _ , s AR | P \4 1 soc |
0.01 f i
VVI / e ‘g——‘r—f)*— -t i\ i 70°C
Z | ! ‘ L] | | | | \ 100 °C
o ’/‘\e.nunmpuu . %
L N e
p.d . Ly L | 8 °
0,001 0,01 0,1 1 10s 1 10 100 A
= 'erm —
L] el resin | [ ] [ 11 182158
NN =10 Ay [ 1 1/10«n: /20 xhz
7A/us 50 kHz
T~ N
I ™~ . [/ /
Alus N 11/ pd
e \\‘\ /
Alus ™~ N\ 100 kHz
t—t— N ‘\ 1
2 Alus — N 1/ ,/ —
Tare R Il// —
5AL ] |10 0,5 '"‘: B -
NG ™~ I — Ug =100V
~<———-IF l 0,1 N < —

l A, — [ [..
Kusschaltverluste 0,2 N N~200 Vv
Switching power losses

1j=25°C 0,3
™N
0,4 ™N
fy 600 v 200V
%3 T ]
w
‘ l Fig.8

139



bis
BYW 32 = BYW 36
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BYW 52 . BYW 56

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes
Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:
@ StoBspannungsfest @ Controlled avalanche characteristics
® Hermetische Glaspassivierung @ Hermetically sealed glass passivation
@ Gute Warmeableitung Uber die @ Heat conduction through the connecting
AnschluBdrahte terminals
® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
® Hohe StoBstrombelastbarkeit ® High surge current loading
@@ Auch als ,Glitebestatigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-
nach: ductor device“ according to:
VG 95288 oder VG 95288 or
CECC 50000 und nach CECC 50000 and
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: GfW H 0000 as HIREL-device:
DS 117 lieferbar DS 117
Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
BYW 52 1 N 5059 BYW 52 1 N 5059
BYW 53 1N 5060 BYW 53 1 N 5060
BYW 54 1 N 5061 BYW 54 1 N 5061
BYW 55 1N 5062 BYW 55 1 N 5062

Abmessungen in mm

i ions in mm
Dimensions 2FARBRING 233 20,85

2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE [COLOUR RING
I I M Sinterglasgeh&use
t y Sintered glass case
[} Gewicht - Weight
26 48 26— max. 0,4 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring
grin
Cathode terminal Colourring
green
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colourring
BYW 52 Ur = UgrMm 200V rot
red
BYW 53 Ur = UrrMm 400V orange
orange
BYW 54 Ur = UgrMm 600V gelb
yellow
BYW 55 UR = URRM 800V grin
green
BYW 56 UR = URRM 1000V blau
blue

B 2/v.2.561/0875 Ausgabe 3 141



BYW 52 . BYW 56

StoBdurchlaBstrom Fig. 2
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3,5
Average forward current

Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power

p = 20 ps Sinushalbwelle
half sine wave
t; = 175°C

J
Zulassige Energiebelastung
bei Avalanchebetrieb Fig. 6
nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)
Max. pulse energy in the
avalanche mode,
non repetitive
(inductiv load switch off)
I(BR)R = 1A, tj = 175°C Fig. 1

Grenzlastintegral
i2 - t-rating

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient Fig. 4

/' =12mm, {|_ = konstant Fig. 3
constant

KenngréBen
Characteristics

!j = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 9
Forward voltage
IF =1A

Sperrstrom Fig. 10
Reverse current

Ur = UrpmMm
UR = URRM’ fj = 100°C

*) AQL = 0,65% **)AQL = 2,5%
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BYW 52 i BYW 56

Min. Typ. Max.
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR = 100pA U(BR)R 1600 \

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ug =0, f=047MHz Cp 50 pF

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig =Ig = 100mA, ig = 10 mA ter 6 us

di
YA 5A/ps Ler 2 us

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

Ug =50V, Ip = 1A

di
Ig = 1A rrie 5A/ps Orr 3 uC

[ 79 1690 Ttk 751689 TH
T IHHH! l HHHH T f
Er g ot lrsm
1000 s
mWs N =175°C
\ Ligr)p=1600V IrsM
\\ 100 ! 2 ___/"\_
\‘ A 10ms
\ 50 20ms
100 I
\ UR""7=1$5°C
\; =
\ ’JURRM=BOOV \:
I \\ 10 25°C
(BRIR NG AN
\ N
REST 5 N
- [ \175°C
A ]
IIIIII [ ] Fig 1 Fig?)
0,01 01 P 1A 1 5 10 50
(BR)R n—a—
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BYW 52 > BYW 56
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BYW 52 i BYW 56
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BYW 52 i BYW 56
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BYW 72

BYW 76

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerat und Schaltnetzteile.

Applications:
power supply.

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Warmeableitung Uber die
AnschluBdréhte

® Kleiner Sperrstrom
® Soft recovery Verhalten

Vorlaufige technische Daten

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2.FARBRING
2.COLOUR RING

KATHODE 1. FARBRING
CATHODE |. COLOUR RING

24,5 2135

1t

26 46

9104

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

26—

Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

Features:

® Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connect-
ing terminals

® Low reverse current
@ Soft recovery characteristic

- Preliminary specifications

Sinterglasgehduse
Sintered glass case

Gewicht - Weight
max. 0,4 g

KathodenanschluB 1. Farbring

Cathode terminal

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fig. 1

B 2/V.2.618/1076 Ausgabe 3

BYW 72

BYW 73

BYW 74

BYW 75

BYW 76

Ur = UprM
Ur = UrrM
Ur = UrrM
Ur = Urrm

Ur = UrrM

200V

300V

400V

500 V

600 V

violett
Colour ring
violet

2. Farbring
Colour ring

rot
red

orange
orange

gelb
yellow

grin
green

blau
blue
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BYW 72 i BYW 76

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

famp = 45°C Fig. 2,5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4
Junction ambient

/=25mm, 7 =konstant Fig. 3
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF =3A
Sperrstrom
Reverse current
Ur = UrrM
UR = URRM’ tj =100°C

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ip=05AIg=1A, iR=025A

*) AQL = 0,65%
**) AQL = 2,5%
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BYW 72 * BYW 76
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BYW 72 i BYW 76

|4 [ LD reuere
- famb /=50, g
BYW 72 BYW 73 Finga= 7O KIW
160 | famb = 25 °C
°C BYW 74
\ BYW 75 |
1 \ BYW 76 /
I~ \
\ 120 s
45 °C
\ N ~—11 |
N I~ 60 °C
e ™Y 70°C
80 ==
\‘
\ — 100 °C
\ o
40 I
120 °C
—]
N
Fig5 | ] 1s0°C
2 A 1 0 100 200 300 400 500 600 V
= rav YRRM —
T T T17T T T TTT I t % 78 2580
171
‘__ __._\ Zthp
! ! 300 Urrm=600 Vv | |||
K/W Repya=70 K/W
L
100
17
o . - 50 \\
2 T =+ \
-/,/" \ amb =25 °C
0,2 R = L o A
nuiiln gilieZ \
- o 10 \ /
0.1 [ e \ 7
I - - I I 4500
oo = 5 o
002 47T et” 100 °C
-
/T /”
0.0 B
P /rr Fig.6
0,001 0,01 0,1 1 10 100 s 1 10 A
Ip — IFRM —

150

ERE Y 4



BYW 72 > BYW 76
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BYW 82 % BYW 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:

@ Kontrolliertes- Avalancheverhalten
® Hermetische Glaspassivierung

@ Gute Warmeableitung uber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
® Hohe StoBstrombelastbarkeit
@@ Auch als ,Gutebestétigtes Bauelement”
nach:

VG 95288 oder
CECC 50000 lieferbar

Die elektrischen Daten entsprechendenDioden:

BYW 82 1N 5624
BYW 83 1N 5625
BYW 84 1 N 5626
BYW 85 1 N 5627

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
2.FARBRING
2.COLOUR RING
KATHODE 1. FARBRING
CATHODE |. COLOUR RING

n

® Controlled avalanche characteristics

® Hermetically sealed glass passivation
@ Heat conduction through the connecting

terminals

® Low reverse current

@ High surge current loading

@@ Also available as “Qualified semicon-
ductor device“ according to:

VG 95288 or
CECC 50000

Electrically data resemble the diodes:

BYW 82 1N 5624
BYW 83 1N 5625
BYW 84 1 N 5626
BYW 85 1N 5627

24,5 2135

1t

26 46
9104

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

26—

Sinterglasgehause
Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

KathodenanschluB 1. Farbring

grau

Cathode terminal Colour ring

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fig. 1 BYW 82
BYW 83
BYW 84
BYW 85

BYW 86
B 2/V.2.623/1176 Ausgabe 3

Ur = UggmMm
Ur = UrpM
Ur = UrrM
Ur = UrrM

Ur = Uprm

grey

2. Farbring
Colour ring

200 V rot
red

400V orange
orange

600 V gelb
yellow

800 V grun
green

1000 V blau
blue
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BYW 82 > BYW 86

StoBdurchlaBstrom Fig. 2 IEesm 80 A
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom IErM 18 A
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 5,8
Average forward Current
’amb =45°C IFAV 3 A
Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power
Ip= 20 ps Sinushalbwelle
half sine wave

4 =175°C PR 1000 W

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-
betrieb Fig. 6 nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)
Max. pulse energy in the avalanche mode,
non repetitive (inductiv load switch off)
/(BR)R =1A, fj =175°C ER 20 mWs
Grenzlastintegral i2-t 40 A%-s
i2 - t-rating
Sperrschichttemperatur { 175 °Cc
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Istg -65... +175 °c

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 Ripua 70  KI/W
Junction ambient

/=25mm, 7| = konstant Fig. 3 RiniA 30 K/W
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 9
Forward voltage
IF =3A UF *) 1,0 \Y

Sperrstrom Fig. 10

Reverse current
Ur = UrrM IR% 0.1 1 pA
UR = URRM’ [j =100°C IR *') 10 20 [.IA

*) AQL = 0,65%
**) AQL = 2,5%
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BYW 82 i BYW 86

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig =100 pA

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
UgR=0, f =047 MHz

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig =Ig =100 mA, ig = 10 mA

L
Up =50V, g = 1A% =5As

Sperrverzdgerungsladung
Reverse recovery charge

r-1a%_sn
F " dt Ks

? TTTTI 791386
JHREN
‘j Rypya = 70 K/W
200
°C
N
160
120
BYW
82 lavw
83 avw
4
80 BYW
85 Javw
86
40
Fig. 1
[0] 400 800 1200 Vv
Up—

UBRr)R

1600

65 100

10

pF

us

6 us

uC

751394

Irsm
100': 20 ms ~o=
A T
T 1071
50 Upam =0
N ~.(115'c
URam = 25°C
10
5
175 °C
\
Fig. 2
1 10 50
n —a—
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BYW 82 > BYW 86
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BYW 82 :* BYW 86
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BYX 82 i BYX 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendung: Leistungsgleichrichter

Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale:
@ Hermetische Glasspassivierung

@ Gute Warmeableitung Uber die
AnschluBdréhte

@ Kleiner Sperrstrom
@ Hohe StoBstrombelastbarkeit

@@ Auch als ,Gltebestitigtes Bauelement”
nach:

CECC 50000 lieferbar

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
2FARBRING
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE 1COLOUR RING
1L

Features:

@ Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connecting
terminals

@ Low reverse current
@ High surge current loading

@@ Also available as “Qualified semicon-
ductor device“ according to:

CECC 50000

23,3 2085

/—‘-

1 J

5101

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fig. 1 BYX 82
BYX 83
BYX 84
BYX 85

BYX 86

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

e 26 —slm 46 —>t=—26 — >

2l

Sinterglasgehause
Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,49

KathodenanschiluB 1. Farbring
grau
Colour ring
gray

2. Farbring
Colour ring
rot
red

orange
orange
gelb
yellow
grin
green

blau
blue

Cathode terminal

Ur = UrpMm 400V
UR = URRM 600V
Ur = UrrMm 800V

UR = UrrMm 1000V
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BYX 82 i BYX 86

StoBdurchlaBstrom Fig. 9 Trsm 50 A
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 10 A
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3, 4
Average forward current

amb < 45°C v 15 A
Grenzlastintegral 2t 8 A2s
i?t-rating
Sperrschichttemperatur g 175 °C

Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —65..+175 °C
Storage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

1L = konstant, / = 15mm |, Fig. 2 Rinua 57 KIW
constant
=00 RihJA 100 K/W
KenngroBen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 10
Forward voltage

Ir=1A Ug") 09 1,0 \"
Sperrstrom
Reverse current
Ur = UrrM IR" 01 1 pA
Ug = URrwm 1= 100°C Ig**) 10 25 pA

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ug = 4V, f= 047 MHz Cp 20 pF

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF= IR= 1A iR= 100 mA [f'l' 5 8 us

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

d:
|
Ip=Ig= 1A, = 50A/us O 4 55 uC

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1) AnschluBdrihte ungekiirzt, keine Warmeableitung tber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BYX 82 i BYX 86
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BYX 86
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BYX 82 * BYX 86
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TDA 1061

Silizium-Planar-PIN-Dioden als 7-Glied geschaltet
Silicon Planar PIN Diodes as a r-circuit

7 N
ip

Anwendungen: Als Dampfungsvierpol fiir elektronische Amplitudenregelung der Eingangs-
signale in Fernsehtunern und Antennenverstérkern.

Applications: Attenuator two-port for AGC input signal in television tuners and antenna

amplifiers.
Besondere Merkmale: Features:
® GroBer Frequenzbereich 40 MHz ... 1 GHz @ Large frequency range, 40 MHz ... 1 GHz
® Konstante Eingangs- und Ausgangs- @ Constant input and output impedance
impedanz lber den Regelbereich throughout the range of regulation

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

A ez
Normgehé&use - Case
50B4 DIN 41867
JEDEC TO 50
Gewicht - Weight
max. 0,1 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 50 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur tj 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +125 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.579/0476 Ausgabe 2
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TDA 1061

KenngroBen
Characteristics

fiir Einzeldiode  f5p = 25°C

for single diode

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ip = 50 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug=15V

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
Ig =10mA, f = 100 MHz

Storspannung fiir 1% Kreuzmodulation Fig. 1
Noise voltage for 1% cross-modulation

Dampfung Fig. 1

Damping
f =40MHz ... 1 GHz,
UAGC =1.2V
UAG'C =4..5V

Reflexionsddmpfung Fig. 1

Reflection damping
f =40MHz ... 1 GHz

abhidngig vom Aufbau bzw. Leitungsflihrung
construction dependent

12V

1,3 kQ

4,7nF

BC238B .

1,8 kQ

Fig.1 MeBschaltung und Anwendungsbeispiel
Test circuit and application note
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Typ. Max.
1,2 \
500 nA
5 Q
1 \%
45 dB
1,5 2 dB
20 dB
761920

=600Q
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1N484 A

Silizium-Diffusions-Diode

Anwendungen: Aligemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE

I

iF

Silicon diffusion diode

22,6 20,55

26

5117

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

<
Ip < 1ims

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

Verlustleistung
Power dissipation
I =5mm, = 45°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

26

72

UrrMm

Trsm
TrRMm

Normgehause

Case

51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3 g

150 Vv
130 Vv
2 A
650 mA
200 mA
250 mw
175 °C
—55..+175 °C
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1N484 A

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

IF = 100 mA UF 1
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 125V I 25
Ur = 125V, 4= 150°C I 15
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f = 05MHz Cp 3
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1N 4001 © 1N4007

Anwendungen: Gleichrichter

Applications: Rectifier

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5129

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

KATHODE #31 20,9
CATHODE r
(F | 1l
i i
' }
26 6,4 26

Sperrspannung, periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, repetitive peak reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Sinushalbwelle, f = 50 Hz
Sine wave

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich

Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

= 25mm, r_ = konstant
constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

1N 4001 Ur = Urprm
1N 4002 Ur = Urrm
1N 4003 Ur = UrpMm
1N 4004 Ur = Urpm
1 N 4005 Ur = Urrm
1N 4006 UR = UrpM

Trsm

Irpv

i

Istg

Rihga

Kunststoffgehduse
Plastic case

~ JEDEC DO 7
Gewicht - Weight

max. 0,59

50 Vv

100 \"

200 Vv

400 Vv

600 \"

800 \'

1000 Vv

50 A

1 A

175 °C

—65..+175 °C
Min. Typ. Max.

85 K/W



1N4001 & 1N4007

KenngréBen
Characteristics
tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 1A U™
DurchlaBspannung, Mittelwert
Average forward voltage
IFAV = 1A, [ = 25 mm, IL = 75°C UFAV'*)
Sperrstrom
Reverse current
Ur = URrMm ")
UR = URRM’ [j = 100°C IR")
Sperrstrom, Mittelwert
Average reverse current
UR = URRM’ ]FAV =1A,1=25mm, tL =75°C IRAV
? 74350 T
Ig
/=25mm
/ !
157
A
=k t t ———
constant
N
N,
A
AN
05
\
0 50 100 150°C
amb —>

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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A
<5 1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
b4 1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications: Extrem fast switches

Besondere Merkmale: Features:
@0 1N4148, IN4446, IN4448 auch als @0 1N4148, IN4446, IN4448 also
,Giltebestatigtes Bauelement” nach: available as “Qualified semiconductor
VG 95 288 lieferbar device” according to: VG 95288
Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
1N4148 1N914 1N4446 1N914A
1N4149 1N916 1N4447 1N916A
1N 4449 1N916B 1N 4448 1N914B

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

s109 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE
= == Normgehaduse
1 Case
26 3,9 26 54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 100 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 75 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip<1ps Iesm 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IERrM 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ugr=0 Trav 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
[ =4mm, 1 = 45°C Py 440 mwW
L < 25°C Py 500 mw
Sperrschichttemperatur t j 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3
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1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/= 4mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig= 5mA 1N 4448
Ig= 10mA 1N 4148, 1 N 4149
Ig= 20mA 1 N 4446, 1 N 4447
Ig= 30mA 1N 4449
Ig =100 mA 1 N 4448
Sperrstrom
Reverse current
UR = 20V
Ug = 20V, 1 = 150°C
Ug =75V
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA
Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ur = 0, f= 1MHz, Uyg = 50 mV

1N 4148, 1N 4446, 1 N 4448
1N 4149, 1N 4447, 1N 4449

Richtwirkungsgrad
Rectification efficiency
UHF = 2V, f= 100 MHz

Ruckwaértserholzeit

Reverse recovery time
IF = IR = 10 mA, iR =1mA
Ig =10mA, Ug =6V,
iR =1mA, R =100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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Min.

RinJA

U™ 0,62
UF*)
UF*)
U™
U™

"
IR k*)

U(BR) *) 100

Cp
Cp

r

rr

Typ.

Max.

350

0,72

—_ =

25
50

KIW

< <K<K <

nA
pA
pA

pF
pF

%

ns

ns
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1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449
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1N 4151

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications: Extrem fast switches
Besondere Merkmale:

@0 Auch als ,Giitebestatigtes Bauelement”
nach:
VG 95288 oder
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement:
DL 106 lieferbar

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:

@@ Also available as “Qualified semicon-
ductor device* according to:

VG 95288 or

GfW H 0000 as HIREL-device:

DL 106

5109 KATHODE #1,9 80,55
CATHODE
! =
t#—-26 ——1 3,9 * 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip = 1ps Irsm
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Ierm
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ur=0 Teav
Verlustleistung
Power dissipation
l=4mm,tL=45°C PV
fL < 25°C Py
Sperrschichttemperatur g
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3

Normgehause

Case

54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15g

75 Vv
50 \"
2000 mA
450 mA
200 mA
150 mA
440 mwW
500 mwW
200 °C
—65...+200 °C
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1N 4151

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/' = 4mm, 1| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

J

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 50mA

Sperrstrom
Reverse current

UR =50V

Ug =50V, 1= 150°C
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

[ R =5 |JA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR = O, f= lMHZ, UHF = 50mV

Ruckwartserholzeit

Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, fR = 1mA
[F = 10mA, UR = 6V,
iR =1mA, R =100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

178

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Min.

Ringa

Ug")

IR"
[R !ﬁ)

U(BR) *) 75

Typ.

0,88

14

1,7

Max.

350

50
50

KIW

nA
pA

pF

ns

ns



1N 4151
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1N 4154

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications:

Extrem fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

s109 KATHODE

CATHODE

i

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

1=

1r

26

Periodische Spitzensperrspannung

Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

tp= 1ps

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

UR=O

Verlustleistung

Power dissipation

l=4mm, | =45°C
L <25°C

Sperrschichttemperatur

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474

Ausgabe 2

3,9

26

UrrM

Trsm
IrRM

Normgehéuse

Case

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g

35 \"
25 \"
2000 mA
450 mA
200 mA
150 mA
440 mwW
500 mw
200 °C
—65..+200 °C
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1N 4154

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/= 4mm, 1 = konstant Rinia 350 K/W
constant
KenngroBen
Characteristics

1j = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 30mA Ug") 0,88 1 \"
Sperrstrom
Reverse current
Ug =25V IR* 9 100 nA
Ug =25V, t = 150°C IR™) 100 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f=1MHz, UHF = 50mV CD 4 pF

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = In = 10mA, ig =1mA e 4 ns

IF = 1OITIA, UR = 6V,

ig=1mA R =100Q - 2 ns
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BZ102/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications:

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Voltage stabilisation and voltage regulation

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
1
26 72 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZ 102/0V7 Ig
Forward current BZ 102/1V 4 Ig
BZ 102/2V 1 Ie
BZ 102/2V 8 I F
BZ 102/3V 4 Ie
Verlustleistung
Power dissipation
[ = 4 mm, ILS45°C PV
Sperrschichttemperatur t i
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg
Storage temperature range
Warmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, ¢ = konstant RinJA

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehause

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3 g

250 mA
130 mA
80 mA
60 mA
50 mA
250 mwW
150 °C
—55..+150 °C

Min. Typ. Max.

400 K/w
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BZ102/...

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig =5 mA

Temperaturkoeffizient von Ug
Temperature coefficient of Ug

IF = 5mA

Sperrstrom

Reverse current

Ug =5V

BZ 102/0V7

BZ 102/1V 4
BZ 102/2V 1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4

Differentieller DurchlaBwiderstand

Differential forward resistance

188
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BZX 55/C...

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Silicon epitaxial planar Z diodes

Anwendung: Spannungsstabilisierung
Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale: Features:

® Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie ® Very sharp reverse characteristic

® Niedriges Sperrstromniveau ® Low reverse current level

® Sehr groBe Stabilitat ® Very high stability

® Geringes Rauschen ) ® Low noise

® Mit engeren Toleranzen lieferbar @ Available with tight tolerances

@@ Auch als ,Gilitebestéatigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-

nach: ductor device" according to:
VG 95288 oder VG 95288 or
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: GfW H 0000 as HIREL-device DZ 109
DZ 109 von ...X53 bis ...X80 lieferbar from ...X53 to ...X80

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE #1,9 20,55 Normgehéuse
CATHODE Case
N —_ N 54 A 2 DIN 41880
iF =F JEDEC DO 35
f Gewicht - Weight
26 3,9 26 max. 0,5 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Verlustleistung
Power dissipation
= 4 mm, 0= 25°C PV 500 mW
P
Z-Strom \
/ i mA
Z-current z Uz
Sperrschichttemperatur g 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg -65..+175 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RingA 300 K/W

Junction ambient
I=4mm, 1 = konstant
constant

B 2/V.1.17/0477 Ausgabe 1
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BZX 55/C...

74 1240 Ttk

400
mW

300
\

200

100 \

(o] 50 100 150

KenngréBen
Characteristics

J
DurchlaBspannung

Forward voltage
Ig = 100 mA

192

200 °C
ramb—>

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Rinia

400
K/wW

791241

300

200

100

N

fL=konstant
| constant

5 10 15 mm
[ ——

10 \



BZX 55/C...

p=

Uz%%9 TKuz oy ,ZZL Ig* beiUg | Ig") bei Ug
Typ I7=5mA at at
1mA
v 1079/°K Q Q nA Y pA |V
BZX55/C2V4 | 228.. 256| -9..-6 | <85 |<600 | <10000 | 1 <50 | 1
BZX55/C2V7 | 25 .. 29 | -9.-6 | <85 |< 600 | <10000 | 1 <50 | 1
BzX55/C3V0 | 28 .. 32 | -8.-5 <85 |<600 | <4000 | 1 <40 | 1
BzX55/C3V3 | 31 .. 35 | -8:.-5 <85 |< 600 | <2000 | 1 <40 | 1
BzX55/C3V6 | 34 .. 38 | -8.-5 | <8 |<600 | <2000 | 1 <40 | 1
BZX55/C3V9 | 37 .. 4,1 -8.-5 | <8 |<600 | <2000 | f1 <40 | 1
BZX55/C4V3 | 40 .. 46 | -6.-3 [ <75 |<600 | <1000 | 1 <20 | 1
BZX55/C4V7 | 44 .. 50 | -5.-2 | <60 |<600 | < 500 1 <10 | 1
BZX55/C5V1 | 48 .. 54 | -2.+2 | <3 |<550 | < 100 | 1 <2| 1
BZX55/C5V6 | 52 .. 60 |-0,5.+ 5 | <25 (< 450 | < 100 | 1 <2 1
BZX55/C6V2 | 58 .. 66 3. 6 [<10 |<200 | < 100 | 2 <92 2
BZX55/C6V8 | 64 .. 72 3. 7|< 8 |<150 | < 100 | 3 <21 3
BZX55/C7V5 | 7,0 .. 7,9 3. 7 |< 7 |< 50 | < 100 5 <21 5
Bzx55/C8V2 | 7,7 .. 87 3. 8|< 7 |< 50 | < 100 6 <21 6
BZX55/C9V1 | 85 .. 9,6 3. 9 <10 |< 50 | < 100 7 <2| 7
BZX 55/C 10 94 ..10,6 3.10 | <15 |< 70 | < 100 | 75| <2 | 75
BZX 55/C 11 10,4 ..11,6 3. 11 |<20 |< 70 | < 100 ]| 85| <2 | 85
BZX 55/C 12 1,4 ..12,7 3. 11 | <20 |< 90 | < 100 | 9 <2 9
BZX 55/C 13 12,4 ..14,1 3. 11 | <26 |< 110 | < 100 | 10 <2 |10
BZX 55/C 15 13,8 ..15,6 3. 11 | <30 |<110 | < 100 | 11 <2 |1
BZX 55/C 16 15,3 ..17,1 3. 11 | <40 |< 170 | < 100 | 12 <2 |12
BZX 55/C 18 16,8 ...19,1 3. 11 | <50 |<170 | < 100 | 14 <2 |14
BZX 55/C 20 18,8 ..21,2 3. 11 | <55 |[<220 | < 100 | 15 <2 |15
BZX 55/C 22 20,8 ..23,3 4. 12 | <55 |< 220 | < 100 | 17 <2 |17
BZX 55/C 24 22,8 ..256 4. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 18 <2 |18
B2ZX 55/C 27 251 ..28,9 4. 12 | <80 [< 220 | < 100 | 20 <2 |20
BZX 55/C 30 28 .32 4. 12 | <80 (<220 [ < 100 | 22 <2 |22
BZX 55/C 33 31 .35 4. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 24 <2 |24
BZX 55/C 36 34 .38 4. 12 | <80 [< 220 | < 100 |27 <2 |27
BZX 55/C 39 37 .41 4. 12 | <90 |< 500 | < 100 | 28 <2 |28
BZX 55/C 43 40  ..469) 4.. 12 | < 90% |< 600%| < 100 | 32 <2 |32
BZX 55/C 47 44 ..50°) 4. 12 | <110% |< 700%| < 100 | 35 <2 |35
BZX 55/C 51 48 ..547) 4.. 12 | <125% |< 7009 < 100 | 38 <2 |38
BZX 55/C 56 52 ..60° 4.. 12 | <135% |<1000%)| < 100 | 42 <2 |42
B2ZX 55/C 62 58 ..667 4.. 12 | <150% |<1000%)| < 100 | 47 <2147
BZX 55/C 68 64 ..72°% 4.. 12 | <170% |<1500%)| < 100 | 51 < 2 |51
BZX 55/C 75 70 ..799) 4.. 12 | <200°% |<1500%| < 100 | 56 < 2|56
*) AQL =0,65%, ') ¢ = 150°C, ) 001 1,=100ms,% Iz=25mA, %) I7=05mA,

T

®) Héhere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltage please contact factory
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BZX 55/C...
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BZX 85/C...

Anwendungen: Spannungsstabilisierung
Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale:

@ Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie

@ Kleiner Sperrstrom

@ Sehr groBe Stabilitat

® Geringes Rauschen

® Mit engeren Toleranzen lieferbar

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Silicon epitaxial planar Z diodes

Features:
® Sharp edge in reverse characteristics
® Low reverse current

@ Very high stability
® Low noise

@ Available with tight tolerances

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings

Verlustleistung
Power dissipation

!l = 4 mm, tL = 25°C
Sperrschichttemperatur

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 1

KATHODE
CATHODE

22,5 20,85

-

26

41

26

Normgehause

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 41

Gewicht - Weight

max. 0,3 g

1,3 w

175 °C
-65..+175 °C
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BZX 85/C...

? 761959
Prot L]
1,6 =
w y /
1,2
| 1=4mm
N | 10 mm
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0,4 A Q‘
A\
\
(o] a
-50 (o] 50 100 150 °C
Tamb —
Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
/=4 mm, 7| = konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig =200 mA
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BZX 85/C...

Uz""h TK yz r2j*) bei Iz ryjbei Iz |Ig*) bei Ug
Typ at at at
v 10-4/K Q mA Q mA | pA |V
BZX 85/C 2V 7 25.29 | -8 .—-5 | <20 80 < 400 |1 |<150 |1
BZX 85/C 3V 0 28..32 | -8 .-5 | <20 80 < 400 |1 |<100 | 1
BZX 85/C 3V 3 31.35 | -8 .-5 | <20 80 < 400 |1 |< 40 |1
BZX 85/C 3V 6 34..38 | -8 .-5 | <15 60 < 500 |1 |<20 |1
BZX 85/C 3V 9 37.41 | -7 .-2 | <15 60 < 500 |1 |< 10 |1
BZX 85/C 4V 3 40.. 46 | -7 .+1 | <13 50 < 8500 |1 [< 3 |1
BZX 85/C4V7 44..50 | -3 .+4 | <13 45 < 600 |1 |[< 3 |15
BZX 85/C5V 1 48..54 | -1 .+4 | <10 45 <500 [1 [< 1 |2
BZX 85/C 5V 6 52.. 60 0 .+45| < 7 45 < 400 |1 < 1 |2
BZX 85/C 6V 2 58.. 66 | +1 .+55| < 4 35 <30 |1 |[< 1 |3
BZX 85/C 6V 8 6412 | 11546 | < 35| 35 <380 |1 |< 1 |4
BZX 85/C7V5 70..79 | +2 .+65| < 3 35 < 200 |05 [< 1 |45
BZX 85/C 8V 2 77.87 |43 .47 | <5 25 < 200 |05 |[< 1 |5
BZX 85/C9V 1 85.. 96 | +35.+75| < 5 25 < 200 [05 [< 1 |85
BZX 85/C 10 94.106 | +4 .+8 | < 7 25 < 200 |05 |< 05|7
BZX 85/C 11 104.116 | +45.+8 | < 8 20 < 800 |05 [< 05|77
BZX 85/C 12 11,4.127 | +45.485| < 9 20 < 350 |05 [< 05| 84
BZX 85/C 13 124.141 | +5 .+85| <10 20 < 400 |05 |< 05| 91
BZX 85/C 15 138.156 | +55.+9 | <15 15 < 500 {05 (< 05 (105
BZX 85/C 16 153.171 | +55.49 | <15 15 < 500 |05 |[< 05|11
BZX 85/C 18 168.191 | +6 .+9 | <20 15 < 500 |05 |< 05125
BZX 85/C 20 188.212 | +6 .49 | <24 10 < 600 |05 |< 05|14
BZX 85/C 22 208.233 | +6 ..+95| <25 10 < 600 |05 |< 05|155
BZX 85/C 24 228..256 | +6 .+95 | <25 10 < 600 [05 |< 05|17
BZX 85/C 27 251..289 | +6 ..+95 | <30 8 < 750 | 025 |< 05 |19
BZX 85/C 30 28 .32 +6 .+95| <30 8 <1000 |025 [< 05 |21
BZX 85/C 33 31 .35 +6 ..+95| <35 8 <1000 | 025 |< 05|23
BZX 85/C 36 34 .38 +6 .+95 | <40 8 <1000 | 025 [< 05|25
BZX 85/C 39 37 .41 +6 ..+95| <50 6 <1000 | 025 [< 05 |27
BZX 85/C 43 40 .46 +6 ..+9,5| < 50 6 | <1000 | 025 |< 0530
BZX 85/C 47 44 .50 | +6 .495| <90 4 | <1500 | 025 |< 05|33
BZX 85/C 51 48 .54 | +6 .+95| <115 4 | <1500 | 025 |< 05|36
BZX 85/C 56 52 .60 | +6 .+95| <120 4 | <2000 |025|< 0539
BZX 85/C 62 58 .62 +6 .495| <125 4 | <2000 | 025 |< 05|43
BZX 85/C 68 64 .72 +6 ..+9,5 | <130 4 | <2000 | 025 < 0548
BZX 85/C 75 70 .80 | +6 .495| <135 4 | <2000 | 025|< 05|53

*) AQL = 0,65%, l) Hohere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltages please contact factory 199



BZX 85/C...
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BZY 87/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation

Besondere Merkmale: Features:
@0 Auch als ,Giitebestétigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-
nach: ductor device* according to:
VG 95288 lieferbar VG 95288

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55 Normgehéuse
CATHODE Case
. . 51 A2 DIN 41880
i iF JEDEC DO 7
_§ Gewicht - Weight
26 72 26 max. 0,3g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZY 87/0V7 I 250 mA
Forward current BZY 87/1V 4 Ig 130 mA
BzZY 87/2V 1 Ie 80 mA
BZY 87/2V 8 Ie 60 mA
BZY 87/3V 4 I 50 mA
Verlustleistung
Power dissipation
/= 4mm, < 45°C Py 250 mwW
Sperrschichttemperatur g 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
!'= 4mm, | = konstant Rinia 400 K/W

constant

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 1
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BZY 87/...

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tj =25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ip =1mA BZY 87/0V7 Ur 0,65 Vv
BZY 87/1V 4 Up 1,3 Vv
BZY 87/2V 1 Ue 19 Vv
BZY 87/2V 8 Ur 2,55 \Y
BZY 87/3V 4 Ur 3,2 Vv
Ip = 5mA BZY 87/0V7 Ur 0,65 07 075 \
BZY 87/1V 4 Ug 13 14 15 Vv
BZY 87/2V1 Ue 19 21 23 \
BZY 87/2V8 Up 2,6 2,8 3,0 \Y
BZY 87/3V 4 Ur 3,2 34 3,7 \Y
Temperaturkoeffizient von U
Temperature coefficient of Ug
Ig = 5mA - TKUF 23 26-107%/K
Sperrstrom
Reverse current
Ug=5V Ig 1 100 nA
Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
Ig=5mA BZY 87/V07 r 6 8 Q
BZY 87/1V 4 r§ 13 20 Q
BZY 87/2V 1 Tf 19 30 Q
BZY 87/2V 8 T 26 40 Q
BZY 87/3V 4 s 33 50 Q
g
100
mA| BzY 87/0v7 | | /1va /2v1 /2vs /3va
i / 41/ AN /
10 rrAREvay yAW /S ANARY
J VA 'I v, 7
i KRR AVIRARD VAV ANV
1 ll 1 / 4 / / 1 Z / / l' il
T T 3
- A
I Adfd Ly rimviay / B
o1 i AL A YA L
I
/
V| Streugrenzen em = o=
0,01 1 f ~ Scatiering limits
I 7
7
/1
/| V|
0,001
o 05 1 15 2 25 3 35 4 45V

Up—=

202



Stichwortverzeichnis Subject index







9. Stichwortverzeichnis

9. Subject index

A A
Abmessungen A 50 Absolute maximum ratings A 50
Absolute Grenzdaten A 50 Additional informations A 51
Angaben zur Qualitat A 36 AQL values A 37
Anlieferungsqualitdt A 36 Arrangement of symbols A 23
Aufbau der Datenblatter A 50 Assembly instructions A 32
Aufbau der Kurzzeichen A 23 Average rectified current A 41
AQL-Werte A 37
Arbeitsspannung (Z-Dioden) A 45
Arbeitsstrom (Z-Dioden) A 45
B B
Bahnwiderstand A 40 Breakdown voltage A 40

Bulk resistance A 40

C

Case capacitance A 41

Characteristics A 51

Colour code (JEDEC-type designation) A 18
Colour code (Pro-Electron) A 19

Critical defect A 36

D D

Dampfungswiderstand A 40 Data sheet construction A 50
Differentieller DurchlaBwiderstand A 41 Defects, classification of A 36
Differentieller Sperrwiderstand A 43 Delivery quality A 36

Differentieller Widerstand A40, A45, A46 Differential forward resistance A 41
Diodenkapazitat A 40 Differential reverse resistance A 43
Durchbruchspannung A 40 Differential resistance A 40, A 45, A 46
DurchlaBspannung A 41 Dimensions A 50

DurchlaBstrom A 41 Diode capacitance A 40
DurchlaBverzogerungszeit A 43 Dip soldering A 32

DurchlaBverzug A 43
DurchlaBwiderstand A 41

F F
Farbkennzeichnung (JEDEC-Bezeichnung) A 18 Flow soldering A 32
Farbenkennzeichnung (Pro-Electron) A 19 Forward current A 41
Fehlergruppierung A 36 Forward voltage A 41

Forward resistance A 41
Forward recovery time A 43

205




G
Gehédusekapazitat A 41

Gesamtverlustleistung (Berechnung) A 33
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K
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Integration time A 41
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M

Major defect A 36
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P
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Q
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R
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S
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Sampling inspection plans A 38
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Soldering instructions A 32
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Auskiinfte Uiber unser Produktionsprogramm erteilen
TELEFUNKEN electronic GmbH

TheresienstraBe 2
Postfach 1109
D-7100 Heilbronn

Telefon (07131) 882-1 - Telex 728746 tfk g

Regionalbiiros

Berlin

TELEFUNKEN electronic GmbH
Hohenzollerndamm 152

1000 Berlin 33

Tel.: (030) 828-1

Telex: 183697

Hamburg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Stadthausbriicke 9

2000 Hamburg 36

Tel.: (040) 3498-1

Telex: 211609

Hannover

TELEFUNKEN electronic GmbH
Max-Midiller-StraBe 50- 56

3000 Hannover 1

Tel.: (0511) 6304-0

Telex: 922815

Diisseldorf

TELEFUNKEN electronic GmbH
WiesenstraBe 21

4000 Disseldorf 11 (Heerdt)
Tel.: (0211) 5080-0

Telex: 8582831

Frankfurt

TELEFUNKEN electronic GmbH
Mainzer LandstraBe 351-367
6000 Frankfurt 1

Tel.: (0611) 7507-1

Telex: 414477

Stuttgart

TELEFUNKEN electronic GmbH
DornierstraBe 7

7030 Boblingen

Tel.: (07031) 6668-1

Telex: 7265565

Miinchen

TELEFUNKEN electronic GmbH
ArnulfstraBe 205

8000 Miinchen 19

Tel.: (089) 1305-0

Telex: 523168

Nirnberg

TELEFUNKEN electronic GmbH
Obere KanalstraBe 24

Postfach 837109

8500 Nurnberg 83

Tel.: (0911) 277-1

Telex: 622551

Distributoren und
Fachhandler

DIETRICH SCHURICHT
Postfach 101729
Richtweg 30

2800 Bremen 1

Tel.: (04 21) 36540
Telex: 244 365

RETRON GmbH
Postfach 171
3400 Géttingen
Tel.: (0551) 904-0
Telex: 96733

elecdis

Ruggaber GmbH
HertichstraBe 41

7250 Leonberg-Eltingen
Tel.: (07152) 47081
Telex: 724192

MBS

Vertrieb von elektronischen
Bauelementen GmbH
Postfach 1111

BenzstraBe 1

8011 Kirchheim b. Miinchen
Tel.: (089) 9037181

Telex: 5215555

Fachhandler flr
optoelektronische Bauelemente
REINHOLD

Optoelektronische Bauelemente
Lindenau 7

4174 Issum 1

Tel.: (02835) 2038

Telex: 812272

21°




Export

Algerien

Bureau Administratif
AEG-TELEFUNKEN Algier
48, Boulevard des Martyrs
Algier

Tel.: 6056 73, 607024
Telex: 52312 dz

Argentinien
AEG-TELEFUNKEN
Argentina, S.A.Ly.C.
Bernardo de Irigoyen 308
Casilla de Correo 4302, 7°P.
Buenos Aires 1379

Tel.: 3744 45...49, 379040
Telex: 21112

Australischer Bund

Amalgamated Wireless
(Australasia) Ltd.
G.P.O.B. 2516

47, York Street

AUS-2001 Sydney/N.S.W.
Tel.: 20233

Telex: 21515

Belgien

Société Anonyme belge
AEG-TELEFUNKEN
Rue De Stalle 65
B-1180 Bruxelles

Tel.: 02/37006 11

Telex: 21359

Brasilien
TELEFUNKEN

Radio e Televisao
Caixa Postal 4061
Rua Dom Constantino
Barradas 88

CEP 04134

ZP 1-Séo Paulo SP
Tel.: 011/2751322
Telex: 1125651

CSSR

MEDIA

Panenska 30

CS-801000 Bratislava

Tel.: 545346...49, 549754
Telex: 121925 mdia

Dénemark

AEG-TELEFUNKEN Dansk
Electricitets Aktieselskab
Roskieldevej 8-10
DK-2620 Albertslund
(Kgbenhavn)

Tel.: 02/64 8522

Telex: 33122

Finnland

Sahkoliikkeiden OY
P.O.B. 88, Sahkdmetsa
SF-01301 Vantaa 30
Tel.: 90/83 81

Telex: 124431

Frankreich

AEG-TELEFUNKEN
France S.A.

6, Blvd. du Général Leclerc
F-92115 Clichy

Tel.: (1) 7393310

Telex: 620827

GroBbritannien

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd.
217 Bath Road

Slough

Berkshire SL14 AW

Tel.: 0753/87 2101

Telex: 847 541

Hongkong

AUDIO MECHANICAL CORP.
1104 Hang Seng Bank
Building

18 Carnavon Road,
Tsimshatsui, Kowloon

Hong Kong B.C.C.

Tel.: 3-23688424

Telex: 84524

Indien

NGEF Ltd.

BANK OF BARODA BLDG.
(Fifth Floor) P.O.Box 633
16, Sansad Marg

New Delhi-110001

Tel.: 310995

Telex: 2577

Iran

Sherkate Sahami Khass
AEG-TELEFUNKEN IRAN
Ave. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-47/830341-45
Telex: 212679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.
P.O.Box 7039

10, Shefa Tal Street
Montefiore Quarter

Tel Aviv 61070

Tel.: 269930

Telex: 32387 IL

Italien

AEG-TELEFUNKEN
Societa ltaliana per Azioni
Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

1-20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.: 02/617 98-1

Telex: 333117

Japan

TELEFUNKEN electronic
Liaison Office c/o MOSTEK
Japan

Kako Sakuragaoka Bldg. 8F
3-24, Sakuragaoka-machi
Shibuya-ku

Tokyo 150

Tel.: (0081) (3) 496-4052
Telex: 23686

Jugoslawien
INTEREXPORT
Abteilung 4/15-3-32-V
PP 789

YU-11001 Beograd
Tel.: 6200 55/629322
Telex: 11240

Rep. of Korea

Vine Overseas Trading Corp.
C.P.O. Box 3154

Seoul

Tel.: 2616663, 253892
Telex: 24154
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Export

Kanada

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

P.0O.B. 3800

Route 22 - Orr drive
Somerville,

New Jersey 08876
Tel.: (201) 722-9800
Telex: 178027

Malaysia

DYNAMAR INTERNATIONAL
Suite 05-11

12, Lorong Bakar Batu

Kolam Ayer Industrial

Estate

Singapore 1334

Mexiko

AEG MEXICANA,S.A.deC.V.
Prol. Calle 16 No 53
San Pedro de los Pinos
01180-Mexiko, D.F.
Tel.: 91 (5) 277-88-33

91 (5) 515-66-66
Telex: 017-77284

Neuseeland

AWA New Zealand Ltd.
P.O.B. 830

Wineera Drive
Porirura, Wellington
Tel.: 75069

Telex: 31001

Niederlande

AEG-TELEFUNKEN
Nederland N.V.

Aletta Jacobslaan 7
NL-1066 BP Amsterdam
Tel.: 020/51059 11
Telex: 11234

Norwegen
Rifa-Hoyem A/S
Tollbugt. 6
N-Oslo 1

Tel.: 02/413755
Telex: 16611

Osterreich

TELEFUNKEN electronic
Briinner Str. 52

A-1210 Wien

Tel.: 0222/38010

Telex: 135590

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
P.O.B. 810

PL-00-950 Warszawa
Tel.: 398654, 399089
Telex: 814640

Portugal
AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.A.R.L.
Rua Joao Saraiva, 4-6
P-1799 Lisboa CODEX
Tel.: 019/891171, 897121
Telex: 12173

Ruménien

AEG-TELEFUNKEN
Verbindungsbiiro Bukarest
Str. Sevastopol

Nr. 13-17, Ap.: 405

78118 Bukarest

Tel.: 592022, 507061
Telex: 10477

Schweden

RIFA AB

S-163 00 Spénga-Stockholm
Tel.: 08/7522500

Telex: 13690

Schweiz

W. Moor AG

Bahnstrasse 58

CH-8105 Regensdorf/Ziirich
Tel.: 01/84066 44

Telex: 52042

Spanien

AEG Ibérica de
Electricidad, S.A.
Principe de Vergara, 112
Madrid-2

Apartado 235

Tel.: 01/26276 00

Telex: 27635

Sidafrika

International Components
(Pty) Ltd.

P.O.Box 51471

2194 Randburg

Tel.: 789/1214

Telex: 4-24159 S.A.

Taiwan

Chung Teh Co., Ltd.
P.O.Box 258
65-67, Chung Hsioa Rd., West,
Sec. |
Taipei
Tel.: 3715241, 3711231-5
Ext. 270
Telex: 11316, 22659

Tarkei

Server Ataman
Istiklal Caddesi 378/4
P. K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu
Tel.: 454073

Telex: 24102

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA, S.A.
Torre Clement, 7°Piso
Av. Venezuela

El Rosal - Aptdo. 68912
Caracas 1062 - A

Tel.: 32.09.95, 32.15.47
Telex: 25.342

Vereinigte Staaten v. Amerika

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

P.O.B. 3800

Route 22 - Orr drive
Somerville,

New Jersey 08876
Tel.: (201) 722-9800
Telex: 178027
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